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(54)【発明の名称】 半透過液晶表示装置及びその製造方法

(57)【要約】
【課題】反射部と透過部の境界領域である段差傾斜部に
遮光幕を形成することによって、光漏れを防止してコン
トラスト比を向上させることができる半透過液晶表示装
置を提供する。
【解決手段】本発明は半透過液晶表示装置に関する。半
透過液晶表示装置で反射モードと透過モードの輝度を同
一にするため、アレー基板上に透過ホール及び段差傾斜
部を有する保護層を形成して液晶層の厚さを変化させる
が、このとき段差傾斜部で液晶の厚さが持続的に変化す
るのでこの部分で光漏れが発生する。本発明では、反射
部と透過部の境界領域である段差傾斜部と対応するよう
にゲート物質及びアクティブ層物質で遮光パターンを形
成して、境界領域から光が漏れることを防止することに
よって、工程を増加させずに反射モードと透過モード各
々のコントラスト比を向上させることができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  基板と;前記基板上に形成されてゲート
電極とソース及びドレーン電極からなる薄膜トランジス
タと;前記薄膜トランジスタを覆っており、第１透過ホ
ール及び前記第１透過ホール縁部に段差傾斜部を有する
第１保護層と;前記第１保護層上に形成されていて、前
記第１透過ホール及び前記段差傾斜部に対応する第２透
過ホールを有する反射板と;前記反射板を覆っており、
前記ドレーン電極に対応する部分にコンタクトホールを
有する第２保護層と;前記第２保護層上部に形成され
て、前記コンタクトホールを通して前記ドレーン電極と
連結されている透過電極と;前記ゲート電極と同じ物質
からなり、前記第１透過ホールに対応する開口部を有し
て前記段差傾斜部と対応する第１遮光パターンとを含む
ことを特徴とする半透過液晶表示装置用アレー基板。
【請求項２】  前記薄膜トランジスタは、シリコンから
なるアクティブ層を含み、前記第１遮光パターンと対応
する前記アクティブ層と同じ物質からなる第２遮光パタ
ーンをさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の半
透過液晶表示装置用アレー基板。
【請求項３】  前記第１保護層は、ベンゾシクロブテン
又はアクリル系列の感光性樹脂中からなることを特徴と
する請求項１に記載の半透過液晶表示装置用アレー基
板。
【請求項４】  前記第２保護層は、シリコン窒化膜又は
シリコン酸化膜からなることを特徴とする請求項１に記
載の半透過液晶表示装置用アレー基板。
【請求項５】  前記第１保護層と前記薄膜トランジスタ
の間に第１無機絶縁膜をさらに含むことを特徴とする請
求項１に記載の半透過液晶表示装置用アレー基板。
【請求項６】  前記第１保護層と前記反射板の間に第２
無機絶縁膜をさらに含むことを特徴とする請求項１に記
載の半透過液晶表示装置用アレー基板。
【請求項７】  前記無機絶縁膜は、シリコン酸化膜又は
シリコン窒化膜形成されることを特徴とする請求項５又
は６に記載の半透過液晶表示装置用アレー基板。
【請求項８】  前記反射板は、アルミニウム及びアルミ
ニウム合金で構成された金属物質のいずれか一つからな
ることを特徴とする請求項１に記載の半透過液晶表示装
置用アレー基板。
【請求項９】  前記透過電極は、インジウム－スズ－オ
キサイド又はインジウム－酸化亜鉛からなることを特徴
とする請求項１に記載の半透過液晶表示装置用アレー基
板。
【請求項１０】  前記ゲート電極は、二重層構造を有し
ており、前記第１遮光パターンは二重層をなすゲート電
極のいずれか一つの層をなす物質と同じ物質で構成され
たことを特徴とする請求項１に記載の半透過液晶表示装
置用アレー基板。
【請求項１１】  基板と;前記基板上に形成されてゲー
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ト電極とソース及びドレーン電極からなる薄膜トランジ
スタと;前記薄膜トランジスタを覆っており、前記ドレ
ーン電極に対応する第１コンタクトホールと、第１透過
ホールと、前記第１透過ホール縁部に段差傾斜部を有す
る第１保護層と;前記第１保護層上に形成されて前記第
１コンタクトホールを通して前記ドレーン電極と連結さ
れる透過電極と;前記透過電極を覆って前記透過電極に
対応する第２コンタクトホールを有する第２保護層と;
前記第２保護層上部に形成されて前記第２コンタクトホ
ールを通して前記透過電極と連結され、前記第１透過ホ
ール及び前記段差傾斜部に対応する第２透過ホールを有
する反射電極と;前記ゲート電極と同じ物質からなり、
前記第１透過ホールに対応する開口部を有し、前記段差
傾斜部に対応する第１遮光パターンを含むことを特徴と
する半透過液晶表示装置用アレー基板。
【請求項１２】  前記薄膜トランジスタは、シリコンか
らなるアクティブ層を含み、前記第１遮光パターンと対
応する前記アクティブ層と同じ物質からなる第２遮光パ
ターンをさらに含むことを特徴とする請求項１１に記載
の半透過液晶表示装置用アレー基板。
【請求項１３】  前記第１保護層は、有機絶縁物質から
なり、前記第２保護層は無機絶縁物質からなることを特
徴とする請求項１１に記載の半透過液晶表示装置用アレ
ー基板。
【請求項１４】  前記第１保護層は、ベンゾシクロブテ
ン又はアクリル系列の感光性樹脂からなることを特徴と
する請求項１１に記載の半透過液晶表示装置用アレー基
板。
【請求項１５】  前記第２保護層は、シリコン窒化膜又
はシリコン酸化膜中からなることを特徴とする請求項１
１に記載の半透過液晶表示装置用アレー基板。
【請求項１６】  前記第１保護層と前記薄膜トランジス
タの間に無機絶縁膜をさらに含むことを特徴とする請求
項１１に記載の半透過液晶表示装置用アレー基板。
【請求項１７】  前記無機絶縁膜は、シリコン酸化膜又
はシリコン窒化膜で形成されたことを特徴とする請求項
１６に記載の半透過液晶表示装置用アレー基板。
【請求項１８】  前記反射電極は、アルミニウム及びア
ルミニウム合金で構成された金属物質のいずれか一つか
らなることを特徴とする請求項１１に記載の半透過液晶
表示装置用アレー基板。
【請求項１９】  前記透過電極は、インジウム－スズ－
オキサイド又はインジウム－酸化亜鉛からなることを特
徴とする請求項１１に記載の半透過液晶表示装置用アレ
ー基板。
【請求項２０】  前記ゲート電極は、二重層構造を有し
ており、前記第１遮光パターンは二重層をなすゲート電
極のいずれか一つの層をなす物質と同じ物質で構成され
たことを特徴とする請求項１１に記載の半透過液晶表示
装置用アレー基板。
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【請求項２１】  基板と;前記基板上に形成されてゲー
ト電極とソース及びドレーン電極からなる薄膜トランジ
スタと;前記薄膜トランジスタを覆っている第１保護層
と;前記第１保護層上に形成されていて、第１透過ホー
ルを有する反射板と;前記反射板を覆っており、前記ド
レーン電極に対応するコンタクトホールと、前記第１透
過ホールに対応する第２透過ホールと、前記第２透過ホ
ール縁部に段差傾斜部を有する第２保護層と;前記第２
保護層上部に形成されて、前記コンタクトホールを通し
て前記ドレーン電極と連結されている透過電極と;前記
ゲート電極と同じ物質からなり、前記第２透過ホールに
対応する開口部を有し、前記段差傾斜部と対応する第１
遮光パターンを含むことを特徴とする半透過液晶表示装
置用アレー基板。
【請求項２２】  前記薄膜トランジスタは、シリコンか
らなるアクティブ層を含み、前記第１遮光パターンと対
応する前記アクティブ層と同じ物質からなる第２遮光パ
ターンをさらに含むことを特徴とする請求項２１に記載
の半透過液晶表示装置用アレー基板。
【請求項２３】  前記第１保護層は、無機絶縁物質から
なり、前記第２保護層は有機絶縁物質からなることを特
徴とする請求項２１に記載の半透過液晶表示装置用アレ
ー基板。
【請求項２４】  前記第１保護層は、シリコン窒化膜又
はシリコン酸化膜からなることを特徴とする請求項２１
に記載の半透過液晶表示装置用アレー基板。
【請求項２５】  前記第２保護層は、ベンゾシクロブテ
ン又はアクリル系列の感光性樹脂からなることを特徴と
する請求項２１に記載の半透過液晶表示装置用アレー基
板。
【請求項２６】  前記反射板は、アルミニウム及びアル
ミニウム合金で構成された金属物質のいずれか一つから
なることを特徴とする請求項２１に記載の半透過液晶表
示装置用アレー基板。
【請求項２７】  前記透過電極は、インジウム－スズ－
オキサイド又はインジウム－酸化亜鉛からなることを特
徴とする請求項２１に記載の半透過液晶表示装置用アレ
ー基板。
【請求項２８】  前記ゲート電極は、二重層構造を有し
ており、前記第１遮光パターンは二重層をなすゲート電
極のいずれか一つの層をなす物質と同じ物質で構成され
たことを特徴とする請求項２１に記載の半透過液晶表示
装置用アレー基板。
【請求項２９】  基板を備える段階と;前記基板上部に
ゲート電極及び開口部を有する第１遮光パターンを形成
する段階と;前記ゲート電極及び第１遮光パターン上部
にゲート絶縁膜を形成する段階と;前記ゲート絶縁膜上
部にアクティブ層を形成する段階と;前記アクティブ層
上部にソース及びドレーン電極を形成する段階と;前記
ソース及びドレーン電極上部に前記開口部に対応する第
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１透過ホールと前記第１透過ホール縁部に段差傾斜部を
有する第１保護層を形成する段階と;前記第１保護層上
部に前記第１透過ホール及び前記段差傾斜部に対応する
第２透過ホールを有する反射板を形成する段階と;前記
反射板を覆っており、前記ドレーン電極に対応する部分
にコンタクトホールを有する第２保護層を形成する段階
と;前記第２保護層上部に、前記コンタクトホールを通
して前記ドレーン電極と連結された、透明な透過電極を
形成する段階とを含むことを特徴とする半透過液晶表示
装置用アレー基板の製造方法。
【請求項３０】  前記アクティブ層を形成する段階は、
前記第１遮光パターンと対応する前記アクティブ層と同
じ物質からなる第２遮光パターンを形成する段階をさら
に含むことを特徴とする請求項２９に記載の半透過液晶
表示装置用アレー基板の製造方法。
【請求項３１】  前記第１保護層は有機絶縁物質で形成
し、前記第２保護層は無機絶縁物質で形成することを特
徴とする請求項２９に記載の半透過液晶表示装置用アレ
ー基板の製造方法。
【請求項３２】  前記第１保護層は、ベンゾシクロブテ
ン又はアクリル系列の感光性樹脂で形成することを特徴
とする請求項２９に記載の半透過液晶表示装置用アレー
基板製造方法。
【請求項３３】  前記第２保護層は、シリコン窒化膜又
はシリコン酸化膜で形成することを特徴とする請求項２
９に記載の半透過液晶表示装置用アレー基板製造方法。
【請求項３４】  前記ソース及びドレーン電極を形成す
る段階と前記第１保護層を形成する段階の間に第１無機
絶縁膜を形成する段階をさらに含むことを特徴とする請
求項２９に記載の半透過液晶表示装置用アレー基板の製
造方法。
【請求項３５】  前記第１保護層を形成する段階と前記
反射板を形成する段階の間に第２無機絶縁膜を形成する
段階をさらに含むことを特徴とする請求項２９に記載の
半透過液晶表示装置用アレー基板の製造方法。
【請求項３６】  前記無機絶縁膜は、シリコン酸化膜又
はシリコン窒化膜で形成することを特徴とする請求項３
４又は３５に記載の半透過液晶表示装置用アレー基板製
造方法。
【請求項３７】  前記反射板は、アルミニウム及びアル
ミニウム合金で構成された金属物質のいずれか一つで形
成することを特徴とする請求項２９に記載の半透過液晶
表示装置用アレー基板製造方法。
【請求項３８】  前記透過電極は、インジウム－スズ－
オキサイド又はインジウム－酸化亜鉛で形成することを
特徴とする請求項２９に記載の半透過液晶表示装置用ア
レー基板製造方法。
【請求項３９】  前記ゲート電極は、二重層構造を有す
るように形成し、前記第１遮光パターンは二重層をなす
ゲート電極のいずれか一つの層をなす物質と同じ物質で
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構成することを特徴とする請求項２９に記載の半透過液
晶表示装置用アレー基板製造方法。
【請求項４０】  基板を備える段階と;前記基板上部に
ゲート電極及び開口部を有する第１遮光パターンを形成
する段階と;前記ゲート電極及び第１遮光パターン上部
にゲート絶縁膜を形成する段階と;前記ゲート絶縁膜上
部にアクティブ層を形成する段階と;前記アクティブ層
上部にソース及びドレーン電極を形成する段階と;前記
ソース及びドレーン電極上部に前記ドレーン電極に対応
する第１コンタクトホールと、前記開口部に対応する第
１透過ホールと、前記第１透過ホール縁部に段差傾斜部
を有する第１保護層を形成する段階と;前記第１保護層
上部に前記第１コンタクトホールを通して前記ドレーン
電極と連結される透過電極を形成する段階と;前記透過
電極を覆い、前記透過電極に対応する部分に第２コンタ
クトホールを有する第２保護層を形成する段階と;前記
第２保護層上部に前記第２コンタクトホールを通して前
記透過電極と連結され、前記第１透過ホール及び前記段
差傾斜部に対応する第２透過ホールを有する反射電極を
形成する段階とを含むことを特徴とする半透過液晶表示
装置用アレー基板の製造方法。
【請求項４１】  前記アクティブ層を形成する段階は、
前記第１遮光パターンと対応する前記アクティブ層と同
じ物質からなる第２遮光パターンを形成する段階をさら
に含むことを特徴とする請求項４０に記載の半透過液晶
表示装置用アレー基板の製造方法。
【請求項４２】  前記第１保護層は有機絶縁物質で形成
し、前記第２保護層は無機絶縁物質で形成することを特
徴とする請求項４０に記載の半透過液晶表示装置用アレ
ー基板製造方法。
【請求項４３】  前記第１保護層は、ベンゾシクロブテ
ン又はアクリル系列の感光性樹脂中で形成することを特
徴とする請求項４０に記載の半透過液晶表示装置用アレ
ー基板製造方法。
【請求項４４】  前記第２保護層は、シリコン窒化膜又
はシリコン酸化膜で形成することを特徴とする請求項４
０に記載の半透過液晶表示装置用アレー基板製造方法。
【請求項４５】  前記ソース及びドレーン電極を形成す
る段階と前記第１保護層を形成する段階の間に無機絶縁
膜を形成する段階をさらに含むことを特徴とする請求項
４０に記載の半透過液晶表示装置用アレー基板の製造方
法。
【請求項４６】  前記無機絶縁膜は、シリコン酸化膜又
はシリコン窒化膜で形成することを特徴とする請求項４
５に記載の半透過液晶表示装置用アレー基板製造方法。
【請求項４７】  前記反射電極は、アルミニウム及びア
ルミニウム合金で構成された金属物質中のいずれか一つ
で形成することを特徴とする請求項４０に記載の半透過
液晶表示装置用アレー基板製造方法。
【請求項４８】  前記透過電極は、インジウム－スズ－
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オキサイド又はインジウム－酸化亜鉛で形成することを
特徴とする請求項４０に記載の半透過液晶表示装置用ア
レー基板製造方法。
【請求項４９】  前記ゲート電極は、二重層構造を有す
るように形成し、前記第１遮光パターンは二重層をなす
ゲート電極のいずれか一つの層をなす物質と同じ物質で
構成することを特徴とする請求項４０に記載の半透過液
晶表示装置用アレー基板製造方法。
【請求項５０】  基板を備える段階と;前記基板上部に
ゲート電極及び開口部を有する第１遮光パターンを形成
する段階と;前記ゲート電極及び第１遮光パターン上部
にゲート絶縁膜を形成する段階と;前記ゲート絶縁膜上
部にアクティブ層を形成する段階と;前記アクティブ層
上部にソース及びドレーン電極を形成する段階と;前記
ソース及びドレーン電極上部に第１保護層を形成する段
階と;前記第１保護層上部に前記開口部に対応する第１
透過ホールを有する反射板を形成する段階と;前記反射
板を覆っており、前記ドレーン電極に対応するコンタク
トホールと、前記第１透過ホールに対応する第２透過ホ
ールと、前記第２透過ホール縁部に段差傾斜部を有する
第２保護層を形成する段階と;前記第２保護層上部に、
前記コンタクトホールを通して前記ドレーン電極と連結
された、透明な透過電極を形成する段階とを含むことを
特徴とする半透過液晶表示装置用アレー基板の製造方
法。
【請求項５１】  前記アクティブ層を形成する段階は、
前記第１遮光パターンと対応する前記アクティブ層と同
じ物質からなる第２遮光パターンを形成する段階をさら
に含むことを特徴とする請求項５０に記載の半透過液晶
表示装置用アレー基板の製造方法。
【請求項５２】  前記第１保護層は無機絶縁物質で形成
し、前記第２保護層は有機絶縁物質で形成することを特
徴とする請求項５０に記載の半透過液晶表示装置用アレ
ー基板の製造方法。
【請求項５３】  前記第１保護層は、シリコン窒化膜又
はシリコン酸化膜中で形成することを特徴とする請求項
５０に記載の半透過液晶表示装置用アレー基板製造方
法。
【請求項５４】  前記第２保護層は、ベンゾシクロブテ
ンまたはアクリル系列の感光性樹脂で形成することを特
徴とする請求項５０に記載の半透過液晶表示装置用アレ
ー基板製造方法。
【請求項５５】  前記反射板は、アルミニウム及びアル
ミニウム合金で構成された金属物質のいずれか一つで形
成することを特徴とする請求項５０に記載の半透過液晶
表示装置用アレー基板製造方法。
【請求項５６】  前記透過電極は、インジウム－スズ－
オキサイド又はインジウム－酸化亜鉛で形成することを
特徴とする請求項５０に記載の半透過液晶表示装置用ア
レー基板製造方法。
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7
【請求項５７】  前記ゲート電極は、二重層構造を有す
るように形成し、前記第１遮光パターンは二重層をなす
ゲート電極のいずれか一つの層をなす物質と同じ物質で
構成することを特徴とする請求項５０に記載の半透過液
晶表示装置用アレー基板製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は液晶表示装置に関
し、さらに詳細には反射モードと透過モードを選択的に
用いることができる半透過液晶表示装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】一般的に液晶表示装置は、電界生成電極
が各々形成されている二基板を、二電極が形成されてい
る面が接するように配置して二基板間に液晶物質を注入
し、二電極に電圧を印加して電界を生成することにより
液晶分子を動かして、これにより光の透過率を変化させ
ることで画像を表現する装置である。
【０００３】このような液晶表示装置は、用いる光源に
よって透過型と反射型に分けることができる。
【０００４】透過型液晶表示装置は、液晶パネルの後面
に付着された背面光源であるバックライトから出る人為
的な光を液晶に入射させ、液晶の配列により光の量を調
節して色を表示する形態である。一方、反射型液晶表示
装置は、外部の自然光や人造光を反射させ、液晶の配列
により光の透過率を調節する形態である。
【０００５】透過型液晶表示装置は人為的な背面光源を
用いるので、暗い外部環境においても明るい画像を具現
できるが電力消費が大きいという短所がある。一方反射
型液晶表示装置は、光の大部分を外部の自然光や人造光
源に依存する構造であるため透過型液晶表示装置に比べ
て電力消費が少ないが、暗い場所では用いることができ
ないという短所がある。
【０００６】したがって、２種モードを必要な状況によ
って適切に選択して用いることができる装置として反射
及び透過兼用液晶表示装置が提案された。
【０００７】ところで、一般的な反射及び透過兼用半透
過液晶表示装置は電圧を印加しない場合白色光が出力さ
れるノーマリーホワイト(ｎｏｒｍａｌｌＹ  ｗｈｉｔ
ｅ)モードであって、反射モードを基準に設計されるた
めに電圧を印加しないときは透過モードの透過率が反射
モード透過率の５０％程度でしかない。したがって、灰
色光が出力される問題が発生する。
【０００８】このような問題を解決するために反射領域
と透過領域における液晶の厚さを異なるようにした半透
過液晶表示装置が提案された。
【０００９】以下、添付した図面を参照して従来の半透
過液晶表示装置について説明する。図１は従来の半透過
液晶表示装置の断面図であり、半透過液晶表示装置は透
過部Ａと反射部Ｂに分けられる。
【００１０】図示したように、下部基板１０上に有機絶
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縁膜からなる第１保護層２０が形成されており、透過部
Ａに対応する部分の第１保護層２０には第１透過ホール
２２が形成されている。第１保護層２０上部には透明導
電物質からなる透過電極３０が形成されていて、透過電
極３０上部には第２保護層４０が形成されている。一
方、図示しなかったが下部基板１０上部には薄膜トラン
ジスタがさらに形成されており、薄膜トランジスタは電
気的に透過電極３０と反射電極５０に連結されている。
【００１１】次に、第２保護層４０上部には反射電極５
０が形成されているが、反射電極５０は第１透過ホール
２２上部に第２保護層４０及び透過電極３０に対応する
部分に第２透過ホール５２を有する。
【００１２】次に、下部基板１０上部には一定の間隔を
置いて上部基板６０が配置されており、上部基板６０下
部にはカラーフィルタ６１と共通電極６２が順に形成さ
れている。
【００１３】下部基板１０と上部基板６０の外側には、
第１及び第２位相差板７１、７２が各々配置されてお
り、該第１及び第２位相差板７１、７２は光の偏光状態
を変える機能を有する。ここで、第１及び第２位相差板
７１、７２は、λ／４(λ＝５５０ｎｍ)に相当する位相
差を有するので、入射した線偏光は円偏光に、円偏光は
線偏光に変化する。
【００１４】第１及び第２位相差板７１、７２の外側に
は下部偏光板８１と上部偏光板８２が各々配置されてい
て、上部偏光板８２の光透過軸は下部偏光板８１の光透
過軸に対して９０度の角度を有する。
【００１５】次に、下部偏光板８１の外側、すなわち下
部偏光板８１の下には、バックライト９０が配置されて
いて透過モードの光源に利用される。
【００１６】次に、共通電極６２と反射電極５０の間に
は、液晶１００が注入されている。ここで、液晶１００
は基板に対して水平に配設され、正の誘電率異方性を有
することを利用して、電界が形成されたとき電界の方向
と平行に配列される。
【００１７】このような液晶表示装置において、液晶１
００の位相差(Δｎ・ｄ)は、液晶１００の屈折率異方性
と厚さによって変わる。したがって、第１透過ホール２
２は、透過部Ａの液晶１００の厚さを反射部Ｂの液晶１
００の厚さより厚くすることにより透過モードと反射モ
ードの輝度を均一にするためのものであって、透過部Ａ
の液晶１００の厚さを反射部Ｂの液晶１００の厚さの二
倍にすることが望ましい。
【００１８】このような半透過液晶表示装置では、透過
部に該当する領域の有機絶縁膜にホールを形成し、透過
部の液晶の厚さを反射部液晶の厚さの二倍にすることに
よって反射モードと透過モードの透過率を均一にするこ
とができる。
【００１９】次に、図１の半透過液晶表示装置で、電圧
を印加する前と、印加後の反射モードの偏光状態を図２
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9
Ａ及び図２Ｂに各々示した。
【００２０】ここで、図１で基板に平行な方向をＹ軸
に、光が進む方向をＺ軸に設定すると、Ｚ軸及びＹ軸に
垂直なＸ方向に偏している偏光が１８０度回転する。
【００２１】上のような座標を設定した場合、液晶表示
装置の下部から見たとき上部偏光板の光透過軸はＸ軸に
対して１３５度、下部偏光板の光透過軸はＸ軸に対して
４５度に定める。したがって、液晶表示装置の上部から
見たとき、上部偏光板の光透過軸がＸ軸となす角度は４
５度になる。
【００２２】また、位相差板は、λ／４の位相差を有す
るものを利用するが、上部位相差板はＸ軸上に光軸を持
っていて、４５度で入射した光は左円偏光されて、左円
偏光して入射した光は１３５度に線偏光され、１３５度
で入射した光は右円偏光され、右円偏光して入射した光
は４５度に線偏光するように左折することを利用する。
一方、下部位相差板はＹ軸上に光軸を持っていて、４５
度で入射した光が右円偏光されて右折することを利用す
る。このとき反射部の液晶はλ／４の位相差値を有し、
それにより偏光された光が右折する。
【００２３】図２Ａに示したように、液晶表示装置に電
圧を印加していないときは、上部偏光板を通過した光は
４５度に線偏光され、上部位相差板を通過しながら左円
偏光される。続いて、液晶を通過しながら左円偏光から
４５度線偏光に変わり、この線偏光は反射電極で反射さ
れて進行方向が変わるので１３５度の偏光方向を有す
る。次に、液晶を通過しながら１３５度の線偏光は左円
偏光に変わり、該左円偏光は上部位相差板を通過しなが
ら再び１３５度に線偏光される。１３５度に線偏光され
た光は上部偏光軸の光透過軸方向と一致するので、上部
偏光板に到達した光がすべて透過されてホワイトが具現
される。
【００２４】次に、図２Ｂに示したように、液晶表示装
置に電圧が印加された場合、上部偏光板を通過した光は
４５度に線偏光され、上部位相差板を通過しながら左円
偏光される。続いて、該左円偏光された光は液晶を通過
するが、液晶分子が印加された電圧によって基板に対し
て垂直に配列されて位相差を有しないので、そのまま透
過して左円偏光状態を維持する。次に、該左円偏光され
た光は反射電極に反射されて右円偏光され、右円偏光さ
れた光は再び液晶をそのまま透過した後、上部位相差板
を通過しながら４５度に線偏光される。４５度に線偏光
された光は上部偏光板の光透過軸と直角になるので、透
過できずブラック状態になる。
【００２５】一方、図３Ａ及び図３Ｂには、図１の半透
過液晶表示装置において、電圧が印加される前と、印加
後の透過モードの偏光状態を示した。
【００２６】図３Ａに示したように、電圧を印加してい
ないとき、バックライトから照射されて下部偏光板を通
過した光は４５度に線偏光され、下部位相差板を通過し
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ながら右円偏光される。続いて透過電極を通過する際は
透過電極は光の偏光状態に影響を及ぼさないので、右円
偏光状態がそのまま維持される。次に、右円偏光された
光は液晶を通過する。透過部の液晶は反射部の液晶の厚
さの二倍にしてλ／２の位相差を有するようにする。し
たがって、前記右円偏光された光は左円偏光に変換され
る。次に、左円偏光された光は上部の位相差板を通過し
ながら１３５度に線偏光されるので、上部偏光板の光透
過軸方向と一致して光がすべて透過する。
【００２７】続いて、電圧が印加された場合には、図３
Ｂに示したように、バックライトから照射されて下部偏
光板を通過した光は４５度に線偏光され、下部位相差板
を通過しながら右円偏光される。続いて、位相変化なし
に透過電極を通過して液晶を通過するが、液晶が基板に
対して垂直に配列されて位相差を有しないので右円偏光
された状態が維持される。次に、上部位相差板を通過し
ながら前記右円偏光された光は４５度に線偏光される
が、これは上部偏光板の光透過軸方向すなわち、１３５
度方向と直角になるので上部偏光板を透過する光がなく
なる。
【００２８】このように、透過部と反射部の液晶の厚さ
を変えて二モードの輝度を均一にするのみならず、ブラ
ック状態を理想的に暗くすることができるので、コント
ラスト比を高めることができる。それゆえ、半透過液晶
表示装置の画質を向上させることができる。
【００２９】前述したように、液晶の位相差は液晶の厚
さによって変えることができるが、図１のように、反射
部Ｂと透過部Ａの液晶の厚さを変えるために透過ホール
を形成した場合、反射部と透過部間の傾斜した境界領
域、すなわち段差傾斜部では液晶の厚さが持続的に変化
する。したがって、電圧が印加されないとき、この部分
で液晶の位相差が変わり光が漏れる問題が発生する。
【００３０】また、電圧を印加したときには、この部分
で電界の歪曲が発生するので、液晶分子が基板に対して
完全に立たず、位相遅延が現れ、やはり光が漏れる問題
がある。
【００３１】
【発明が解決しようとする課題】本発明は前記の従来の
問題を解決するために提案されたものであり、本発明の
目的は反射部と透過部の境界領域である段差傾斜部に遮
光幕を形成することによって、光漏れを防止してコント
ラスト比を向上させることができる半透過液晶表示装置
を提供することにある。
【００３２】
【課題を解決するための手段】前記目的を達成するため
の本発明の半透過液晶表示装置用アレー基板には、基板
上にゲート電極とソース及びドレーン電極からなる薄膜
トランジスタが形成されていて、その上に薄膜トランジ
スタを覆うように、第１透過ホール及び前記第１透過ホ
ールの縁の段差傾斜部を有する第１保護層が形成されて
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いる。第１保護層上には第１透過ホール及び段差傾斜部
に対応する第２透過ホールを有する反射板が形成されて
いて、反射板を覆うように、ドレーン電極に対応する部
分にコンタクトホールを有する第２保護層が形成されて
いる。その上にコンタクトホールを通してドレーン電極
と連結された透過電極が形成されている。また、ゲート
電極と同じ物質からなり、第１透過ホールに対応する開
口部を有して段差傾斜部と対応する第１遮光パターンが
形成されている。
【００３３】本発明では、薄膜トランジスタはシリコン
からなるアクティブ層を含み、第１遮光パターンと対応
し、アクティブ層と同じ物質からなる第２遮光パターン
をさらに含むことができる。
【００３４】ここで、第１保護層をベンゾシクロブテン
又はアクリル系列の感光性樹脂で形成し、第２保護層を
シリコン窒化膜又はシリコン酸化膜で形成することがで
きる。
【００３５】このとき、第１保護層と薄膜トランジスタ
間に第１無機絶縁膜をさらに含むことができ、第１保護
層と反射板の間に第２無機絶縁膜をさらに含む場合もあ
る。
【００３６】本発明による他の半透過液晶表示装置用ア
レー基板では、基板上にゲート電極とソース及びドレー
ン電極からなる薄膜トランジスタが形成されている。そ
の上に薄膜トランジスタを覆うように、ドレーン電極に
対応する部分に配設された第１コンタクトホールと第１
透過ホールそして第１透過ホールの縁の段差傾斜部を有
する第１保護層が形成されている。次に、第１保護層上
には、第１コンタクトホールを通してドレーン電極と連
結される透過電極が形成されていて、透過電極を覆うよ
うに、透過電極に対応する部分に第２コンタクトホール
を有する第２保護層が形成されている。第２保護層上部
には、前記第２コンタクトホールを通して透過電極と連
結され、第１透過ホール及び段差傾斜部に対応する第２
透過ホールを有する反射電極が形成されている。また、
ゲート電極と同じ物質からなり、第１透過ホールに対応
する開口部を有して段差傾斜部に対応する第１遮光パタ
ーンが形成されている。
【００３７】ここで、薄膜トランジスタは、シリコンか
らなるアクティブ層を含み、第１遮光パターンと対応
し、アクティブ層と同じ物質からなる第２遮光パターン
をさらに含むことができる。
【００３８】また、第１保護層を有機絶縁物質で形成
し、第２保護層を無機絶縁物質で形成することができ、
このとき第１保護層と薄膜トランジスタの間に無機絶縁
膜をさらに含む場合もある。
【００３９】本発明による別の半透過液晶表示装置用ア
レー基板では、基板上にゲート電極とソース及びドレー
ン電極からなる薄膜トランジスタが形成されていて、第
１保護層が薄膜トランジスタを覆っている。第１保護層

12
上には第１透過ホールを有する反射板が形成されてい
て、その上に反射板を覆うように、ドレーン電極に対応
する部分に配設されたコンタクトホールと、第１透過ホ
ールに対応する第２透過ホールと、第２透過ホールの縁
の段差傾斜部を有する第２保護層とが形成されている。
第２保護層上部には、コンタクトホールを通してドレー
ン電極と連結されている透過電極が形成されている。次
に、ゲート電極と同じ物質からなり、第２透過ホールに
対応する開口部を有して段差傾斜部と対応する第１遮光
パターンが形成されている。
【００４０】ここで、薄膜トランジスタは、シリコンか
らなるアクティブ層を含み、第１遮光パターンと対応
し、アクティブ層と同じ物質からなる第２遮光パターン
をさらに含むことができる。
【００４１】このとき、第１保護層を無機絶縁物質で形
成し、第２保護層を有機絶縁物質で形成する場合もあ
る。
【００４２】本発明による半透過液晶表示装置用アレー
基板の製造方法では、基板上部にゲート電極及び開口部
を有する第１遮光パターンを形成する。次に、その上に
ゲート絶縁膜を形成し、ゲート絶縁膜上部にアクティブ
層とソース及びドレーン電極を順に形成する。続いて、
ソース及びドレーン電極上部に、開口部に対応する第１
透過ホールと第１透過ホールの縁の段差傾斜部を有する
第１保護層を形成する。次に、第１保護層上部に、第１
透過ホール及び段差傾斜部に対応する第２透過ホールを
有する反射板を形成する。次に、反射板を覆うように、
ドレーン電極に対応する部分にコンタクトホールを有す
る第２保護層を形成した後、その上にコンタクトホール
を通してドレーン電極と連結された透明な透過電極を形
成する。
【００４３】ここで、第１保護層を有機絶縁物質で形成
し、第２保護層を無機絶縁物質で形成することができ、
このとき、ソース及びドレーン電極を形成する段階と第
１保護層を形成する段階の間に第１無機絶縁膜を形成す
る段階をさらに含むことができ、第１保護層を形成する
段階と反射板を形成する段階の間に第２無機絶縁膜を形
成する段階をさらに含む場合もある。
【００４４】本発明による別の半透過液晶表示装置用ア
レー基板の製造方法では、基板上部にゲート電極及び開
口部を有する第１遮光パターンを形成する。次に、その
上にゲート絶縁膜及びアクティブ層を順に形成し、アク
ティブ層上部にソース及びドレーン電極を形成する。次
に、ソース及びドレーン電極上部にドレーン電極と対応
する部分に配設される第１コンタクトホールと、開口部
に対応する第１透過ホール、そして前記第１透過ホール
の縁の段差傾斜部を有する第１保護層とを形成する。続
いて、第１保護層上部に第１コンタクトホールを通して
ドレーン電極と連結される透過電極を形成する。次に、
透過電極を覆い、透過電極に対応する部分に第２コンタ
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クトホールを有する第２保護層を形成する。次に、第２
保護層上部に第２コンタクトホールを通して透過電極と
連結され、第１透過ホール及び段差傾斜部に対応する第
２透過ホールを有する反射電極を形成する。
【００４５】第１保護層を有機絶縁物質で形成し、第２
保護層を無機絶縁物質で形成することができ、このとき
ソース及びドレーン電極を形成する段階と第１保護層を
形成する段階の間に無機絶縁膜を形成する段階をさらに
含む場合もある。
【００４６】本発明によるまた別の半透過液晶表示装置
用アレー基板の製造方法では、基板上部にゲート電極及
び開口部を有する第１遮光パターンを形成する。次に、
ゲート電極及び第１遮光パターン上部にゲート絶縁膜を
形成した後、その上にアクティブ層を形成する。次に、
アクティブ層上部にソース及びドレーン電極を形成し、
ソース及びドレーン電極上部に第１保護層を形成する。
続いて、第１保護層上部に開口部に対応する第１透過ホ
ールを有する反射板を形成する。次に、反射板を覆うよ
うに、ドレーン電極に対応する部分に配設されたコンタ
クトホールと、第１透過ホールに対応する第２透過ホー
ルと、第２透過ホールの縁の段差傾斜部とを有する第２
保護層を形成する。次に、第２保護層上部にコンタクト
ホールを通してドレーン電極と連結された透明な透過電
極を形成する。
【００４７】ここで、第１保護層を無機絶縁物質で形成
し、第２保護層を有機絶縁物質で形成することができ
る。
【００４８】一方、アクティブ層を形成する段階は、第
１遮光パターンと対応する第２遮光パターンを形成する
段階を含むことができる。
【００４９】このように本発明による半透過液晶表示装
置では、反射部と透過部間の傾斜した境界部分にゲート
物質及びアクティブ層物質で遮光パターンを形成して境
界領域から光が漏れることを防止することによって、工
程を増加させずに反射モードと透過モード各々のコント
ラスト比を向上させることができる。
【００５０】
【発明の実施の形態】以下、添付した図面を参照して本
発明の実施例による半透過液晶表示装置について説明す
る。
【００５１】本発明による半透過液晶表示装置は、アレ
ー基板を除いて従来の半透過液晶表示装置と同一の構造
を有するので、本発明ではアレー基板についてのみ説明
する。
【００５２】図４は本発明の第１実施例による半透過液
晶表示装置用アレー基板の一部を示した平面図であっ
て、図５は同部分を図４のＶ－Ｖ線に沿って切った断面
図である。
【００５３】ここで、本発明による半透過液晶表示装置
用アレー基板の画素部は、透過部Ｃと反射部Ｄで定義さ
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れ、透過部Ｃと反射部Ｄの間には境界領域Ｅを配置す
る。
【００５４】図４及び図５に示したように、絶縁基板１
１０上に金属などの導電物質からなる横方向に延びたゲ
ート配線１２１と、ゲート配線１２１から延びたゲート
電極１２２が形成されており、ゲート配線１２１と同じ
物質からなる第１遮光パターン１２５が透過部Ｃと反射
部Ｄ間の境界領域Ｅに対応するように形成されている。
ここで、第１遮光パターン１２５は透過部Ｃに対応する
部分に開口部を有しており、図示したように第１遮光パ
ターン１２５は境界領域Ｅのみならず反射部Ｄにまで延
びている場合と、または境界領域Ｅにのみ対応するよう
に形成されている場合がある。また、第１遮光パターン
１２５は主にゲート配線１２１やゲート電極１２２と同
じ物質で形成されるが、データ配線１６１と同じ物質で
形成することもできる。
【００５５】次に、ゲート配線１２１とゲート電極１２
２及び第１遮光パターン１２５上にはシリコン窒化膜や
シリコン酸化膜からなるゲート絶縁膜１３０が形成され
てこれらを覆っている。続いて、ゲート電極１２２上部
のゲート絶縁膜１３０上には非晶質シリコンからなるア
クティブ層１４１が形成されており、第１遮光パターン
１２５上部のゲート絶縁膜１３０上には非晶質シリコン
からなる第２遮光パターン１４５が形成されている。第
２遮光パターン１４５も透過部Ｃに対応する部分に開口
部を有して境界領域Ｅに対応するように形成されてお
り、第１遮光パターン１２５と同様に反射部Ｄまで延び
ていてもよい。一方、第２遮光パターン１４５を省略す
る場合もある。
【００５６】次に、アクティブ層１４１上には不純物が
注入されている非晶質シリコンからなるオーミックコン
タクト層１５１、１５２が形成されていて、その上に縦
方向に延びたデータ配線１６１とデータ配線１６１から
延びたソース電極１６２と、ゲート電極１２２を中心に
ソース電極１６２と接しているドレーン電極１６３とが
形成されている。ここで、データ配線１６１はゲート配
線１２１と交差して画素領域を定義する。
【００５７】続いて、データ配線１６１とソース及びド
レーン電極１６２、１６３上部には有機絶縁膜からなる
第１保護層１７０が形成されている。ここで、薄膜トラ
ンジスタのチャネルが有機絶縁膜と直接接すると薄膜ト
ランジスタの素子特性が低下するので、第１保護層１７
０下部にはシリコン窒化膜やシリコン酸化膜からなる第
１無機絶縁膜１７０ａがさらに形成されている。第１保
護層１７０は画素領域に配置され、透過部Ｃに対応する
部分に第１透過ホール１７２を有する。第１透過ホール
１７２は透過部Ｃの液晶の厚さを反射部Ｄの液晶の厚さ
より厚くして透過モードと反射モードの輝度を均一にす
るためのものであって、透過部Ｃの液晶の厚さを反射部
Ｄの液晶の厚さの二倍にすることが望ましい。このと
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き、第１透過ホール１７２はゲート絶縁膜１３０を通過
して絶縁基板１１０まで延びているが、そうでない場合
もある。このような第１保護層１７０は、ベンゾシクロ
ブテン(ｂｅｎＺｏｃＹｃｌｏ－ｂｕｔｅｎｅ;ＢＣＢ)
やアクリル系列の感光性樹脂を利用して形成することが
できる。
【００５８】次に、第１保護層１７０上部には第２無機
絶縁膜１７０ｂと反射板１８０が順に形成されており、
反射板１８０は第１透過ホール１７２上に第２透過ホー
ル１８２を有する。このような反射板１８０はアルミニ
ウムやアルミニウム合金などの反射率が高い物質をスパ
ッタリングなどの方法で蒸着して形成することができる
が、このとき有機絶縁膜上に直接反射板１８０を形成す
ると、スパッタリング装置のチャンバ内部が汚染されて
それにより収率が低下するので、第１保護層１７０上に
第２無機絶縁膜１７０ｂを形成した後に反射板１８０を
形成することが望ましい。
【００５９】次に、反射板１８０上部には第２保護層１
９０が形成されている。第２保護層１９０はドレーン電
極１６３に対応する部分にコンタクトホール１９１を有
する。ここで、第２保護層１９０はシリコン窒化膜やシ
リコン酸化膜などの無機絶縁膜で形成することができ、
第１及び第２透過ホール１７２、１８２上部に第３透過
ホールを有する場合もある。
【００６０】次に、第２保護層１９０上部の画素領域に
は透明導電物質からなる透過電極２００が形成されてい
る。このとき、透過電極２００はコンタクトホール１９
１を通してドレーン電極１６３と接触する。
【００６１】本発明では反射板１８０を透過電極２００
から絶縁させて形成したが、透過電極２００と接触させ
て電極の役割をさせる場合もある。
【００６２】このように、本発明の第１実施例では、透
過部Ｃと反射部Ｄの間の境界領域Ｅにゲート配線物質を
利用して遮光パターンを形成することによって、バック
ライトによる歪曲された光を遮断できる。またシリコン
が光を吸収する性質を有するので、非晶質シリコンを利
用して遮光パターンを形成することによって、反射光に
よる歪曲された光も遮断できる。したがって、半透過液
晶表示装置で反射モード及び透過モードのコントラスト
比を向上させることができる。
【００６３】このような本発明の第１実施例による半透
過液晶表示装置用アレー基板の製造過程を図６Ａないし
図６Ｇに示したが、図６Ａないし図６Ｇは図４のＶ－Ｖ
線に沿って切った断面に該当する。
【００６４】図６Ａに示したように、基板１１０上に金
属のような導電物質を蒸着してパターニングし、ゲート
配線(図４の１２１)とゲート電極１２２、そして第１遮
光パターン１２５を形成する。このとき、第１遮光パタ
ーン１２５は少なくとも透過部Ｃと反射部Ｄ間の境界領
域Ｅに対応するように形成する。
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【００６５】続いて、図６Ｂに示したように、ゲート絶
縁膜１３０を蒸着し、非晶質シリコンと不純物がドーピ
ングされた非晶質シリコンを順に蒸着した後パターニン
グし、ゲート電極１２２上部にアクティブ層１４１と不
純物半導体層１５３を形成する。続いて第１遮光パター
ン１２５上部に第２遮光パターン１４５及びダミーパタ
ーン１５５を形成する。
【００６６】次に、図６Ｃに示したように、金属などの
導電物質を蒸着してからパターニングし、データ配線１
６１とソース及びドレーン電極１６２、１６３を形成し
て、あらわれた不純物半導体層(図６Ｂの１５３)を除去
してオーミックコンタクト層１５１、１５２を完成す
る。このとき、第２遮光パターン１４５上部のダミーパ
ターン(図６Ｂの１５５)も除去される。
【００６７】次に、図６Ｄに示したように、シリコン窒
化膜またはシリコン酸化膜を蒸着して第１無機絶縁膜１
７０ａを形成し、その上にＢＣＢまたはアクリル系列の
樹脂で第１保護層１７０を形成した後パターニングし
て、ドレーン電極１６３に対応する第１コンタクトホー
ル１７１と透過部Ｃに対応する第１透過ホール１７２を
形成する。このとき、第１透過ホール１７２をゲート絶
縁膜１３０を通過して絶縁基板１１０まで延ばしてもよ
い。
【００６８】続いて、図６Ｅに示したように、第１保護
層１７０上部にシリコン窒化膜又はシリコン酸化膜を蒸
着して第２無機絶縁膜１７０ｂを形成した後、アルミニ
ウム又はアルミニウム合金系列の金属物質を蒸着してか
らパターニングし、第１透過ホール１７２上部に第２透
過ホール１８２を有する反射板１８０を形成する。
【００６９】次に、図６Ｆに示したように、無機絶縁膜
で第２保護層１９０を形成して下部の第２無機絶縁膜１
７０ｂと一緒にパターニングし、ドレーン電極１６３に
対応する第２コンタクトホール１９１を形成する。この
とき、第２保護層１９０及び第２無機絶縁膜１７０ｂを
パターニングして第１及び第２透過ホール１７２、１８
２に対応する第３透過ホールをさらに形成する場合もあ
る。
【００７０】続いて、図６Ｇに示したように、透明導電
物質を蒸着してからパターニングし、画素電極になる透
過電極２００を形成する。透過電極２００は第２コンタ
クトホール１９１を通してドレーン電極１６３と連結さ
れ、インジウム－スズ－オキサイド(Ｉｎｄｉｕｍ  Ｔ
ｉｎ  ＯＸｉｄｅ;以下ＩＴＯと称する)やインジウム－
酸化亜鉛(Ｉｎｄｉｕｍ  Ｚｉｎｃ  ＯＸｉｄｅ;以下Ｉ
ＺＯと称する)などの物質で形成することができる。
【００７１】一方、第１実施例である図５の構成は、図
７に示したようにゲート電極１２２が二重層構造を有す
るように変形できる。例えば、図７のように、ゲート電
極１２２の下部層１２２ａはアルミニウム(Ａｌ)で構成
し、上部層１２２ｂはモリブデン(Ｍｏ)で構成すること
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ができる。このような構成の場合には、第１遮光パター
ン１２５はゲート電極１２２の下部層１２２ａまたは上
部層１２２ｂで構成することができる。
【００７２】このように、本発明の第１実施例では反射
板を下部に形成して透過電極を上部に形成したが、透過
電極を下部に形成して反射板を上部に形成する場合もあ
る。このとき、反射板は透過電極と連結させて電極の役
割をさせることが望ましい。
【００７３】このような本発明の第２実施例による半透
過型液晶表示装置のアレー基板の断面図を図８に示し
た。
【００７４】図８に示したように、絶縁基板２１０上に
ゲート電極２２２と第１遮光パターン２２５が形成され
ている。ここで、第１遮光パターン２２５は少なくとも
透過部Ｃと反射部Ｄ間の境界領域Ｅに対応し、反射部Ｄ
にまで延びていてもよい。
【００７５】次に、ゲート電極２２２及び第１遮光パタ
ーン２２５上にはゲート絶縁膜２３０が形成されてお
り、ゲート電極２２２上部のゲート絶縁膜２３０上には
アクティブ層２４１が形成されていて、第１遮光パター
ン２２５上部のゲート絶縁膜２３０上には非晶質シリコ
ンからなる第２遮光パターン２４５が形成されている。
第２遮光パターン２４５も透過部Ｃに対応する部分に開
口部を有して境界領域Ｅに対応するように形成されてお
り、第１遮光パターン２２５と同様に反射部Ｄまで延び
ていてもよい。
【００７６】次に、アクティブ層２４１上にはゲート電
極２２２を中心に接するオーミックコンタクト層２５
１、２５２が形成されていて、その上にソース電極２６
２及びドレーン電極２６３が各々形成されている。
【００７７】続いて、ソース及びドレーン電極２６２、
２６３上部には第１無機絶縁膜２７０ａと第１保護層２
７０が順に形成されている。第１保護層２７０は有機絶
縁膜で形成することができ、ドレーン電極２６３に対応
する第１コンタクトホール２７１と透過領域Ｃに対応す
る第１透過ホール２７２を有する。第１無機絶縁膜２７
０ａは前述したように、薄膜トランジスタのチャネルが
有機絶縁膜からなる第１保護層２７０と直接接触しない
ようにすることで、薄膜トランジスタの特性が低下する
ことを防止する。
【００７８】次に、第１保護層２７０上部にはＩＴＯや
ＩＺＯのような透明導電物質からなる透過電極２８０が
形成されていて、透過電極２８０は第１コンタクトホー
ル２７１を通してドレーン電極２６３と連結されてい
る。ここで、ＩＴＯやＩＺＯのような物質は有機絶縁膜
を形成した後蒸着しても蒸着装備を汚染しないため、第
１実施例のように第１保護層２７０上部に第２無機絶縁
膜を形成しなくても良い。
【００７９】次に、透過電極２８０上部にはシリコン窒
化膜又はシリコン酸化膜からなる第２保護層２９０が形
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成されており、第２保護層２９０は第１コンタクトホー
ル２７１上部に透過電極２８０に対応する部分に第２コ
ンタクトホール２９１を有する。
【００８０】次に、第２保護層２９０上には、第１透過
ホール２７２上部に第２透過ホール３０２を有し、反射
部Ｄと対応する反射電極３００が形成されている。ここ
で、反射電極３００は第２コンタクトホール２９１を通
して透過電極２８０と連結されている。
【００８１】このような本発明の第２実施例による半透
過液晶表示装置用アレー基板の製造過程を図９Ａないし
図９Ｇに示した。
【００８２】図９Ａに示したように、基板２１０上に金
属などの導電物質を蒸着した後パターニングしてゲート
電極２２２と第１遮光パターン２２５を形成する。この
とき、第１遮光パターン２２５は透過部Ｃに対応する開
口部を有し、少なくとも透過部Ｃと反射部Ｄの間の境界
領域Ｅに対応するように形成する。
【００８３】続いて、図９Ｂに示したように、ゲート絶
縁膜２３０を蒸着し、非晶質シリコンと不純物がドーピ
ングされた非晶質シリコンを順に蒸着した後パターニン
グして、ゲート電極２２２上部にアクティブ層２４１と
不純物半導体層２５３を形成し、第１遮光パターン２２
５上部に第２遮光パターン２４５及びダミーパターン２
５５を形成する。
【００８４】次に、図９Ｃに示したように、金属などの
導電物質を蒸着した後パターニングし、ソース及びドレ
ーン電極２６２、２６３を形成して、あらわれた不純物
半導体層(図８Ｂの２５３)を除去してオーミックコンタ
クト層２５１、２５２を完成する。このとき、第２遮光
パターン２４５上部のダミーパターン(図９Ｂの２５５)
も除去される。
【００８５】次に、図９Ｄに示したように、シリコン窒
化膜又はシリコン酸化膜を蒸着して第１無機絶縁膜２７
０ａを形成し、その上にＢＣＢ又はアクリル系列の樹脂
で第１保護層２７０を形成した後、第１保護層２７０及
び第１無機絶縁膜２７０ａをパターニングしてドレーン
電極２６３に対応する第１コンタクトホール２７１と透
過領域Ｃに対応する第１透過ホール２７２を形成する。
ここで、第１透過ホール２７２は下部のゲート絶縁膜２
３０を通過して絶縁基板２１０まで延びていてもよい。
【００８６】次に、図９Ｅに示したように、第１保護層
２７０上部にＩＴＯやＩＺＯのような透明導電物質を蒸
着してからパターニングし、透過電極２８０を形成す
る。このとき、透過電極２８０は第１コンタクトホール
２７１を通してドレーン電極２６３と連結される。
【００８７】続いて、図９Ｆに示したように、透過電極
２８０上部にシリコン窒化膜又はシリコン酸化膜を蒸着
して第２保護層２９０を形成し、これをパターニングし
て第１コンタクトホール２７１上部の透過電極２８０に
対応する第２コンタクトホール２９１を形成する。
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【００８８】次に、図９Ｇに示したように、第２保護層
２９０上部にアルミニウム又はアルミニウム合金系列の
金属物質を蒸着してパターニングし、第１透過ホール２
７２と対応する第２透過ホール３０２を有し、第２コン
タクトホール２９１を通して透過電極２８０と接触する
反射電極３００を形成する。
【００８９】一方、第２実施例である図８の構成は、図
１０に示したようにゲート電極２２２が二重層構造を有
するように変形できる。例えば、図１０のように、ゲー
ト電極２２２の下部層２２２ａはアルミニウム(Ａｌ)で
構成し、上部層２２２ｂはモリブデン(Ｍｏ)で構成する
ことができる。このような構成の場合には、第１遮光パ
ターン２２５はゲート電極２２２の下部層２２２ａまた
は上部層２２２ｂで構成することができる。
【００９０】前述したように、第１及び第２実施例にお
いては、第１保護層を透過ホールを有する有機絶縁膜で
形成して第２保護層を無機絶縁膜で形成したが、第１保
護層を無機絶縁膜で形成して第２保護層を有機絶縁膜で
形成する場合もある。
【００９１】このような本発明の第３実施例によるアレ
ー基板の断面図を図１１に示した。
【００９２】図１１に示したように、絶縁基板３１０上
にゲート電極３２２と第１遮光パターン３２５が形成さ
れている。ここで、第１遮光パターン３２５は透過部Ｃ
に対応する部分に開口部を有し、少なくとも透過部Ｃと
反射部Ｄ間の境界領域Ｅに対応するように形成されてい
る。ゲート電極３２２及び第１遮光パターン３２５上に
はゲート絶縁膜３３０が形成されている。続いて、ゲー
ト電極３２２上部のゲート絶縁膜３３０上にはアクティ
ブ層３４１が形成されていて、第１遮光パターン３２５
上部のゲート絶縁膜３３０上には非晶質シリコンからな
る第２遮光パターン３４５が形成されている。第２遮光
パターン３４５も透過部Ｃに対応する部分に開口部を有
していて境界領域Ｅに対応するように形成されている。
次に、アクティブ層３４１上にはゲート電極３２２を中
心に接するオーミックコンタクト層３５１、３５２が形
成されていて、その上にソース電極３６２及びドレーン
電極３６３が各々形成されている。続いて、ソース及び
ドレーン電極３６２、３６３上部には無機絶縁膜からな
る第１保護層３７０が形成されており、その上に透過領
域Ｃ及び段差傾斜部Ｅに対応する第１透過ホール３８２
を有する反射板３８０が形成されている。次に、反射板
３８０上部にはＢＣＢやアクリル系列の樹脂からなる第
２保護層３９０が形成されており、第１保護層３７０と
一緒にドレーン電極２６３に対応するコンタクトホール
３９１及び第１透過ホール３８２に対応する第２透過ホ
ール３９２を有する。ここで、第２透過ホール３９２は
ゲート絶縁膜３３０を通過して絶縁基板３１０まで延び
ていてもよい。続いて、第２保護層３９０上部には透明
導電物質からなりコンタクトホール３９１を通してドレ
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ーン電極３６３と連結される透過電極４００が形成され
ている。
【００９３】本発明の第３実施例においては、第１保護
層３７０が無機絶縁膜からなるために、第１保護層３７
０下部及び上部に別途無機絶縁膜を形成しなくても良い
ので、第１及び第２実施例に比べて製造工程を減少させ
ることができる。
【００９４】このような本発明の第３実施例による半透
過液晶表示装置用アレー基板の製造過程について図１２
Ａないし図１２Ｆを参照して説明する。
【００９５】図１２Ａに示したように、基板３１０上に
金属などの導電物質を蒸着した後パターニングし、ゲー
ト電極３２２と第１遮光パターン３２５を形成する。こ
のとき、第１遮光パターン３２５は透過部Ｃに対応する
開口部を有し、少なくとも透過部Ｃと反射部Ｄ間の境界
領域Ｅに対応するように形成する。
【００９６】続いて、図１２Ｂに示したようにゲート絶
縁膜３３０を蒸着し、非晶質シリコンと不純物がドーピ
ングされた非晶質シリコンを順に蒸着した後パターニン
グして、ゲート電極３２２上部にアクティブ層３４１と
不純物半導体層３５３を形成し、第１遮光パターン３２
５上部に第２遮光パターン３４５及びダミーパターン３
５５を形成する。
【００９７】次に、図１２Ｃに示したように、金属など
の導電物質を蒸着した後パターニングしてソース及びド
レーン電極３６２、３６３を形成し、あらわれた不純物
半導体層(図１２Ｂの３５３)を除去してオーミックコン
タクト層３５１、３５２を完成する。このとき、第２遮
光パターン３４５上部のダミーパターン(図１２Ｂの３
５５)も除去される。
【００９８】次に、図１２Ｄに示したように、シリコン
窒化膜又はシリコン酸化膜を蒸着して第１保護層３７０
を形成し、その上にアルミニウムやアルミニウム合金系
列の金属物質を蒸着した後パターニングして、第１透過
ホール３８２を有する反射板３８０を形成する。
【００９９】次に、図１２Ｅに示したようにＢＣＢやア
クリル系列の樹脂で第２保護層３９０を形成した後、第
２保護層３９０及び下部の第１保護層３７０を一緒にパ
ターニングして、ドレーン電極３６３に対応する部分に
コンタクトホール３９１を形成する。このとき、第２保
護層３９０及び下部の第１保護層３７０そしてゲート絶
縁膜３３０を一緒にパターニングして第１透過ホール３
８２に対応する第２透過ホール３９２を形成する。
【０１００】続いて、図１２Ｆに示したようにＩＴＯや
ＩＺＯなどの物質を蒸着してからパターニングし、コン
タクトホール３９１を通してドレーン電極３６３と連結
される透過電極４００を形成する。
【０１０１】一方、第３実施例である図１１の構成は、
図１３に示したようにゲート電極３２２が二重層構造を
有するように変形できる。例えば、図１３のように、ゲ
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ート電極３２２の下部層３２２ａはアルミニウム(Ａｌ)
で構成し、上部層３２２ｂはモリブデン(Ｍｏ)で構成す
ることができる。このような構成の場合には、第１遮光
パターン３２５はゲート電極３２２の下部層３２２ａま
たは上部層３２２ｂで構成することができる。
【０１０２】このように、本発明では反射部と透過部の
境界領域に対応するようにゲート電極物質及びアクティ
ブ層物質で遮光パターンを形成することによって、工程
を増加させずに光が漏れることを遮断して反射モードと
透過モードのコントラスト比を向上させることができ
る。
【０１０３】本発明は前記した実施例に限らず、本発明
の精神から逸脱せずに多様な変化と変形が可能である。
【０１０４】
【発明の効果】本発明による半透過液晶表示装置では、
反射部と透過部間の傾斜した境界部分に対応するように
遮光パターンを形成することにより境界領域から光が漏
れることを防止できるが、遮光パターンをゲート物質で
形成する場合バックライトによる歪曲された光を遮断で
き、遮光パターンをアクティブ層物質で形成する場合に
は外部から境界領域に入射された光を吸収させることに
よって、歪曲して反射される光を防止できる。したがっ
て、工程を増加させずに反射モードと透過モード各々の
コントラスト比を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】反射領域と透過領域を有する従来の半透過液晶
表示装置の断面図。
【図２Ａ】従来の半透過液晶表示装置で電圧を印加する
前の反射モードでの偏光状態を示した図面。
【図２Ｂ】従来の半透過液晶表示装置で電圧を印加した
後の反射モードでの偏光状態を示した図面。
【図３Ａ】従来の半透過液晶表示装置で電圧を印加する
前の透過モードでの偏光状態を示した図面。
【図３Ｂ】従来の半透過液晶表示装置で電圧を印加した
後の透過モードでの偏光状態を示した図面。
【図４】本発明による半透過液晶表示装置用アレー基板
の平面図。
【図５】図４の■－■線に沿って切った本発明の第１実
施例による半透過液晶表示装置用アレー基板の断面図。
【図６Ａ】本発明の第１実施例によるアレー基板の製造
工程を示した断面図。
【図６Ｂ】本発明の第１実施例によるアレー基板の製造
工程を示した断面図。
【図６Ｃ】本発明の第１実施例によるアレー基板の製造
工程を示した断面図。
【図６Ｄ】本発明の第１実施例によるアレー基板の製造
工程を示した断面図。
【図６Ｅ】本発明の第１実施例によるアレー基板の製造
工程を示した断面図。
【図６Ｆ】本発明の第１実施例によるアレー基板の製造
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工程を示した断面図。
【図６Ｇ】本発明の第１実施例によるアレー基板の製造
工程を示した断面図。
【図７】図５に示した本発明の第１実施例の変形例であ
ってゲート電極が二重層構造を有する場合を示した断面
図。
【図８】図４のＶＩ－ＶＩ線に沿って切った本発明の第
２実施例による半透過液晶表示装置用アレー基板の断面
図。
【図９Ａ】本発明の第２実施例によるアレー基板の製造
工程を示した断面図。
【図９Ｂ】本発明の第２実施例によるアレー基板の製造
工程を示した断面図。
【図９Ｃ】本発明の第２実施例によるアレー基板の製造
工程を示した断面図。
【図９Ｄ】本発明の第２実施例によるアレー基板の製造
工程を示した断面図。
【図９Ｅ】本発明の第２実施例によるアレー基板の製造
工程を示した断面図。
【図９Ｆ】本発明の第２実施例によるアレー基板の製造
工程を示した断面図。
【図９Ｇ】本発明の第２実施例によるアレー基板の製造
工程を示した断面図。
【図１０】図８に示した本発明による第２実施例の変形
例であってゲート電極が二重層構造を有する場合を示し
た断面図。
【図１１】図４のＶＩＩ－ＶＩＩ線に沿って切った本発
明の第３実施例による半透過液晶表示装置用アレー基板
の断面図。
【図１２Ａ】本発明の第３実施例によるアレー基板の製
造工程を示した断面図。
【図１２Ｂ】本発明の第３実施例によるアレー基板の製
造工程を示した断面図。
【図１２Ｃ】本発明の第３実施例によるアレー基板の製
造工程を示した断面図。
【図１２Ｄ】本発明の第３実施例によるアレー基板の製
造工程を示した断面図。
【図１２Ｅ】本発明の第３実施例によるアレー基板の製
造工程を示した断面図。
【図１２Ｆ】本発明の第３実施例によるアレー基板の製
造工程を示した断面図。
【図１３】図１１に示した本発明による第３実施例の変
形例であってゲート電極が二重層構造を有する場合を示
した断面図。
【符号の説明】
１１０:基板
１２２:ゲート電極
１２５:第１遮光パターン
１３０:ゲート絶縁膜
１４１:半導体層
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１４５:第２遮光パターン
１５１、１５２:オーミックコンタクト層
１６２:ソース電極
１６３:ドレーン電極
１７０:第１保護層
１７２:第１透過ホール *
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*１８０:反射板
１８２:第２透過ホール
１９０:第２保護層
１９１:コンタクトホール
２００:画素電極

【図１】

【図２Ａ】

【図２Ｂ】

【図３Ａ】

【図３Ｂ】

【図５】
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【図４】 【図６Ａ】

【図６Ｂ】

【図６Ｃ】

【図６Ｄ】

【図６Ｅ】

【図６Ｆ】

【図９Ａ】
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【図６Ｇ】 【図７】

【図８】 【図９Ｂ】

【図９Ｃ】 【図９Ｄ】

【図９Ｅ】 【図９Ｆ】
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【図９Ｇ】 【図１０】

【図１１】
【図１２Ａ】

【図１２Ｂ】 【図１２Ｃ】

【図１２Ｄ】
【図１２Ｅ】
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【図１２Ｆ】 【図１３】

  
─────────────────────────────────────────────────────
【手続補正書】
【提出日】平成１４年７月５日（２００２．７．５）

【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】図５

【補正方法】変更
【補正内容】
【図５】図４のＶ－Ｖ線に沿って切った本発明の第１実
施例による半透過液晶表示装置用アレー基板の断面図。
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